This Page Is Inserted by IFW Operations 
and is not a part of the Official Record 

BEST AVAILABLE IMAGES 

Defective images within this document are accurate representations of 
the original documents submitted by the applicant. 

Defects in the images may include (but are not limited to): 

• BLACK BORDERS 

• TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES 

• FADED TEXT 

• ILLEGIBLE TEXT 

• SKEWED/SLANTED IMAGES 

• COLORED PHOTOS 

• BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS 

• GRAY SCALE DOCUMENTS 

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY. 



As rescanning documents will not correct images, 
please do not report the images to the 
Image Problem Mailbox. 



\£ ANSWER 2 OF 2 WPINDEX COPYRIGHT 2003 THOMSON DERWENT on STN 



AN 1992-250908 [31] WPINDEX 
DNN N1992-191594 

TI CMOS FET circuit layout - has common gate and drain electrodes in 
vertical or lateral configuration. 
DC U13 

IN BEHR, W; KOENIG, U; SCHAEFFLER, F 
PA (DAIM) DAIMLER-BENZ AG 
CYC 1 

PI DE 4101167 A 19920723 (199231)* 9p <-- 

ADT DE 4101167 A DE 1991-4101167 19910117 
PRAI DE 1991-4101167 19910117 
AN 1992-250908 [31] WPINDEX 
AB DE 4101167 A UPAB : 19931006 

The layout for CMOS FETs features a single gate contact and a 
common drain contact for both transistors. The layout is applicable for 
a variety of semiconductors materials and may be configured either 
vertically or laterally. The lateral arrangement for silicon comprises 
a silicon substrate (1) with an overlying undoped SiGe buffer layer 
covered by intrinsic Si (24), SiGe (25), and Si (26) layers. P-type 
(27,28) and n-type (29,30) regions are formed by implantation and 
extend to the i-Si layer (24) and the i-SiGe layer (25) respectively to 
enable the formation of two dimensional electron or hole (p or n) 
channels. The p and n-type regions are covered by metallic areas 
forming a common drain contact (36) , separate n and p-type source 
contacts (27,28) and a single gate (39,40) contact, the latter being 
arranged to overlap the implanted p and n-type regions to assist 
channel formation . 

ADVANTAGE - Reduces contact width and substrate area required for 
CMOS FETs . 
5c/5 
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(57) Die Erfindung betrrfft etna CMOD- Anordnung bet der 
n- MOD FET und p- MODFET derart angeordnet *ind, daft mm 
gemeinsamer Gate und Drein-Kontekt fur die komplemen- 
taren MODFET hersteilbar r$t. Die komplementaren MODFET 
warden entweder vertikel Oder later* I hintereinender auf 
ainam Swbstrat angeordnet. 
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Beschreibung 

Die Erfindung bctrifft cine integrierte Halbleiteran- 
ordnung U nd ein Verfahren zu deren Herstellung nach 
dcm Oberbegrif f dcr PttentansprOche ! , 8 und 1 0. 5 

Die Erfindung findet Anwcndung bei der Herstellung 
von sogenannten CMOD-SchaJtungen. Diese Schaltun- 
gen cnthaJtenmindestens cine Sehenscbahung aus zwei 
komp4ememaren MOD (mod uiauonsdot*erten)-Feidcf- ' 
fekttransistorerr (MOD-FE TX z. B. eine Serienschaltung 10 
aus einem n-Kanal- MODFET und einem p-Kanal- 
MODFET. MODFET besitzen hohe Ladungstrlgerbe- 
weglichkeiten. so daO CMOD-Schaltungen hohe SchaJt* 
geschwindigkeiten crrcichcn. Eine derartige Schal- 
tungsanordnung ist aus der DE-OS 37 31 000 bekannt 15 
bei der auf einem Si-Substrat zwei MODFET nebenein- 
ander angeordnet sind und die gletche Kan al- Ha lb lei- 
lerschichtenfolgen besitzen. Derartig angeordnete 
CMOD-Schaltungen erfordern tange etektrische Zulet- 
tungen und cs entstehen relativ groOe Bahnwidemande. 30 

Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zugrunde, 
eine gattungsgemlfie HaJbleiteranordnung und cin Ver- 
fahren zu deren Herstellung anzugeben. bet der kom* 
pakte, kurze elektrische Zu lei tun gen hersteJIbar sind. 

Diese Aufgabe wird geldst durch die im kennzeich- 29 
nenden TeU der PatentansprQcbe 1, 8 und 10 angegebe- 
nen Merkmale. Vorteilhalte AusgestaJtungen und/oder 
Weiterbildungen sind den UnteransprOchen entnehro- 
bar. 

Die crfindungsgem&Oe CMOD-Anordnung hat den 30 
Vorteil, daB die komplcmentlrcn MODFET Ober cin en 
gemeinsamen Gate-Kontakt ansteuerbar sind. Deswei- 
teren ist auch die MODFET* Anordnung so gewfthlt daB 
ledigltch cin Drain kontakt benotigt wird. Dadurch sind 
kompakte und kurze elektrische Zuteitungen fQr die 35 
CMOD-Anordnung hersteHbar. 

Bei den vertikal angeordnetc n komplcmcntarcn 
MODFET werden bekannte MODFET- Strukturcn fQr 
die Einzdbauelemente verwendet Der Aufbao der Ein- 
zelbauelemente kann jedoch im Hinblick auf die Ge- 40 
samtanordnung optimiert werden. 

Die Erfindung wird im folgenden anhand von AusfQh- 
rungsbeispieien unier Bezugnahme auf schematische 
Zeichnungen niher erilutert. 

In Fig. I ist die Kontaktierung der erfindung sgemi- <s 
Ben CMOD-Anordnung schematisch dargestetlL 

Die Fig. 2 und 3 zetgen beispiclhafte Hafbletter- 
schichtenfolgcn fur vertikal angeordnete kompiementlr 
MODFET. 

In den Fig. 4 und 5 sind die Verfahrensschritte zur so 
Herstellung von vertikalen und lateralen CMOD-An- 
ordnungen angegeben. 

Um eine Kontaktierung gemJB Fig. 1 von komple- 
mentarcn MODFET zu ermogtichen, ist es beispielswei- 
se vorteilhaf t einen n-MODFET Uber einen p-MODFET 55 
anzuordnen, FQr die Herstellung einer derartigen An* 
ordnung wird beispielsweise auf einem p~ -Si-Substrat 1 
eine Halbleiterschichtenfolge aus 

- einer undotierten SiojGeoj-Schicht 2 mit einer *o 
Schichtdicke von 10 bis 50 nm, 

- einer p ~ p * p " -Si- Schkh tenfolge 3, 4. 5 mit einer 
Gesamtdicke von etwa 50 nm, 

- einer p+-dotierten Atzstoppschicht 13 aus Si 
oder SiCe mit einer Schichtdicke von etwa 20 nm « 

- einer undotierten Puff erschicht 6 aus SiojsGecas 
mit einer Schichtdicke von etwa 300 nm, 

- einer undotierten Si-Schicht 7 mil einer Schicht- 
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dicke von 10 bis 50 nm 

- einern-n^n- Sn^^Cc Schicbtenfolgea.^ 10 
mn einer Gesamtschtchtdicke von etwa 30 nm und 
einem Ge-Anteil von x • 04, 

- eine n'-dotierten Si- Schicht 11 mit einer 
Schichtdicke von etwa 20 nm. und 

- einer n*-dotiertcn Kontaktschicht 12 aus Si mit 
einer Schichtdicke von etwa 10 nm aufgebracht 
(F.g.2). 

Die aktiven Bauelcmentschtchten for den p-MOD- 
FET sind die Schichten 2 bb 5 und fur den n-MODFET 
die Schichten 6 bis 11. Die Ladungstrager werden bei 
einem derartigen Schichtaufbau jeweils aus der hochdo- 
tierten Si-Schicht 4 bzw . SiGe- Schicht 9 in die p-Kanal- 
schicht des p-MODFET. die SiojGeau- Schicht 2. bzw. in 
die n-Kanatschicht des n-MODFET. die Si-Schicht 7, 
transport iert An der Grenzschicht zwischen der 
SioaGeflo- Schicht 2 und der p- -Si-Schicht 3 wird ein 
zweidimensionales Lochergas (2DHG) erzeugt An der 
Grenzschicht zwischen der Si-Schicht 7 und der n~-Si- 
Ge- Schicht 8 wird ein zweidimensionales Elektronengas 
(2DEG) erzeugt. Die zusatzliche Kontaktschicht 12 ver- 
bessert die Kontaktfthigkeh der Source- und Drabv 
Kontakte des n-MODFET. Die zusitzliche hochdotierte 
Si- oder SiGe-Schicht 13 kann etnerseitt aJs Kontakt- 
schicht for den p-MODFET verwendet werden als auch 
als Atzstoppschicht da zur Stnikturierung des p-MOD- 
FET die Halbleiterschichten 6 bis 12 bereichsweise weg- 
geitzt werden. 

Der Schichtaufbau der komptementaren MODFET 
kann auch durch weitere. fQr herkommliche MODFET 
ubliche Modifikationen abgeindert werden. So kann 
z. a die Pufferschicht 6 weitere Heterostrukturschich- 
ten oder ein Obergitter aus Si- und SiGe- Schichten ent- 
haiten. 

Die in Fig. 2 angegebene Schicht enfo I ge kann auch 
derart abgeindert werden. daB die p-MODFET- Schich- 
ten 2 bis 5 Ober den n-MODFET- Schichten 6 bis 11 
aufgewachseo werden. 

Auflerdem kann auch die folgende Halbleiterschich- 
tenfolge (Fig. 3) fur eine CMOD-Anordnung, bei der 
z. B. der p-MODFET Ober dem n-MODFET liegt ver- 
wendet werden. Der p-MODFET besitzt einen p-Kanal 
aus einer Ge-Schicht 2a. 

FOr den n-MODFET ist auf dem St-Substrat 1 eine 
Sii-.G^-Schicht 6a mit einem Ge-Anteil a > 0l5, und 
einer Schichtdicke von > OS um als Puffer aufgewach- 
sen, um die mechanischen Verspannungen auszuglei- 
chen, die durch unterschiedliche Gitterkonstanten des 
Si-Substrats und der Si- Gc -Schicht en 7 bis 10 des 
n-MO DFET zustande kommen Zwischen der n-MOD- 
FET- Schicht cnfolge und der darauf abgeschiedenen 
p-MODFET-Schichtenfolge sind eine rt*-dooerte Atz- 
stoppschicht 13 a und ein sog. Spacer 6b aufgewachsen. 
Der Spacer 6b besieht z. B. aus einer SiosGeej-Schicht 
mit einer Schichtdicke von etwa 50 nm (Fig. 3). Die 
Schichten 6a, 6b kOnnen auch betde als Puffer schichten 
ausgebildet werden, wo bei die Schicht 6a aus 
SjojsGetus mit einer Schichtdicke von etwa 50 nm und 
die Schicht 6b aus SioosGeojs mit einer Schichtdicke 
von 200 nm besteht 

Zur Herstellung einer geeigneten CMOD-Schahung 
mit einer kompakten, kurzen Konuktiemng wird aus- 
gehend von den oben beschnebenen HaJbleiterschich- 
tenfolgen die obere MODFET-Schichtenfolge bis zur 
Atzstoppschicht 13 bereichsweise abgetragen, etwa 
durch Mesa-Atzen. AnschlieOend wird die Atzstopp- 



DE 41 01 167 Al 



schicht 13 bis zur Schicht 3 entfernt. Es entsteht die 
rnesafdrmige obcre MODFET-Stru ktur 14 (Fig. 4a). 

Danach wird die untere MODFET-Schicntenfolge 
mesaformig abgeatzt derart. dafl zwischen dcr oberen 
und umeren MODFET-Struktur 14, 15 ein Gate-Zulei- 
tungs- Bereich 16 freigelegt wird. AuBerhalb der MOD- 
FET-Strukturen 14, 15 und im G ate- Zuleitungs- Bereich 
t6 liegt das Substrat 1 frei (Fig. 4b). Gegebenenfalls ist 
es fur eine einfachere Leiterbahnenfuhrurtg uber die 
Mesaflanken und eine bessere lustiermdglichkeit for die 
Atzmasken vorteilhaft. einen Bereich 17 zwischen der 
oberen und untcren MODFET-Struktur 14. 15 aJs Stufe 
einzubringen. (Fig. 4b). Anschlie&end erfolgt die Struk- 
turiening der Source-, Drain- und Gate- Kontakte. Die 
Source- Kontakte (18, 18a) we rden auf der OberfUche 
der oberen und unteren MODFET-Struktur 14, 15 ge- 
trennt angeordnei (Fig. 4c). Ein gemeinsamer, die 
MODFET-Strukturen 14, 15 Uberlappender Drain- Kon- 
takt 19 wird auf der Oberfllche der MODFET ange- 
bracht (Fig. 4c). Die eiekihschen Zuleitungen 21b, 21c 
zu den Source- und Drain- Koo takten 18. 18a, 19 fohren 
Ober die Mesa/la nken der MODFET-Strukturen 14, 15 
auf das Substrat 1. Die eiekthschen Zuleitungen konnen 
auch uber ein aul der MODFET-Oberfliche an den Me- 
saflanken aufgebrachte passivierende Schicht gefOhrt 
werden. 

Da nur wenige Kontaktmaterialien. z, B. geteropertes 
Aluminium, einige SUizide, geeignet sind, sowohl auf et- 
ner n* als auch p-leitenden Schicht aufgebrmcht zu wer- 
den, ist es vorteilhaft, uncerschiedlich leitfihige Zonen 
auf der Oberfllche der MODFET-Strukturen 14, 15 fur 
die ohmschen Kontakte zu implantieren oder geeignete 
ohmsche Kontakte aus untcr schicdlichen leitfahigen 
Materiaiien auf den MODFET-Oberflachen aufzubrio- 
gen und anschlieOend eine einheitliche MetaJlisierung 
z. B. mit A I. durchzufOhren. Dadurch wird die Kontakt- 
fahigkeit dcr Source- und Drain- Kontakte optiraiert 
und es wird ein fur die Kontaktbi Idung bei gleichzeitiger 
Herstellung der ohmschen Konukte notwendiger Tem- 
perschriu eingespart. 

Nach der Herstellung der ohmschen Kontakte 18, 
18a, 19, die entweder beim Legieren oder Aktivieren der 
implantierten n** und p* -Zonen einen Temperschritt 
erfordem. wird der Gate- Kon takt 20 hergestellt 
(Fig. 4c). Es wird eine gemeinsame den o- und p- Bereich 
der oberen und unteren MODFET-Struktur 14, 15 Ober- 
lappender und Ober den Gate- Bereich 16 fOhrender Ga- 
te- Kon takt 20 aufgebrachL Fur eine Si/SiGe-CMOD- 
Struktur eignen sich zur Herstellung etnes Gate ais 
Schottky-Kontakt z. B.Ti oder MoSij oder CrSh. 

Alternativ kann auch ein MIS-Gate mit ciner dOnnen 
Isolatorschicht von etwa 20 bis 50 nm umer dem metalli- 
schen Gate- Kon takt hergestellt werden. Die eJektrische 
Zuleitung 21a zum Gate- Kon takt 20 wird zwischen den 
MODFET-Strukturen 14. 15 im Bereich 16 auf das Sub- 
strat 1 aufgebracht 

Fur die elektriscben Zuleitungen fOr die Gate-, Sour- 
ce- und Drain- Kontakte wird z. B. A) oder TiAu verwen- 
det Die eiekthschen Zuleitungen sind mOglichst dick 
gestaltet mit eincr Dicke von mindestens 0,2 inn. 

Ein wei teres A usf uhrungsbeispiel fur eine C MOP- 
Anordnung ist eine laterale Anordnung dcr MODFET. 
Zu deren Herstellung wird eine HalWeiterschichtenfol- 
ge gemaB der DE-OS 37 31 000 verwendeu bei der auf 
einem Si-Subs trat 1 eine undotierte SiGe-Pufferschich- 
ten 2 und darauf die KanaJschichten 24, 25, 26 aus i-Si, 
i-SiG« und i-Si aufgebracht sind (Fig. 5a). 

In dieser Scfaichtenfolge werden die Ladungstrlger 



aus implantierten Bereichen 27. 28. 29. 30 lateral in den 
n- und p-KanaJ abgegeben. Die implantierten Bereiche 
27, 28 fur z. B. p-Leitung und die implantierten Bereiche 
29, 30 fur z. B. n-Leitung werden gemifl Fig:. 5a hinter- 

5 einander in die Halbleiterschichtenfolge eingebrachL 
Die Ttefe der Implantationsbereiche 29, 30 muO uber die 
i-SiGe-Schicht 25 hinausreichen in der das 2DHG 31 
erzeugt wird (Fig. : 5a). Die Implantations bereiche 27. 
' 28 musseh bis in die i-Si- Schicht 24 ausgebildet' werden. 

io da sich in der i-Si-Schicht das 2 DEG bildeL Das Implan- 
tationsprofil der Bereiche 27, 28. 29, 30 muB eine gcringe 
OberfUchenkonzentrationf < 10 17 cm" 1 ) und eine hohe 
Konzentration( > lO^cm-* von Ladungstrigern im Be- 
reich des 2DHG bzw. 2D EG aufweisen. Dadurch ist 

ts gewfthrletstet. dafl ein guter Schottky-Kontakt als Gate- 
Kontakt auf der OberfUche der CMOD- Anordnung. 
der die Implantationsbereiche 27, 28 bzw. 29. 30 Ober- 
lappt hergestellt ist AuBerdem wird dadurch eine hohe 
Ladungstragerflachendichte im 2DHG bzw. 2 DEG er- 

20 zielt Derartige Implantauonsprofile werden erreicht. 
z. B. mit Implantaten wie BF2 oder As bei Energien urn 
20 keV. 

Da sich jedoch gering dotierte Bauelementoberfll- 
chen fur ohmsche Kontakte nur sehr schlecht eignen* 

2* werden vorzugsweise zusatzlich zu den implantierten 
Bereichen 27, 28, 29 30 n+- bzw. p+ -dotierte Zonen 32. 
33, 34. 35 in die Halbleiterschichtenfolge eingebracnt 
(Fig. 5bX Auf diese hochdoberten Zonen 32, 33, 34, 35 
werden gemifl Fig. 5c die Source- und Drain-Kontakte 

30 36, 37, 38 mit geeignet en Metallisierungsvcrfahren auf- 
gebracht. Die Source- Kontakte 37, 38 sind getrennt auf 
der CMOD-Anordnung aufgebrachL Als Drain- Kon- 
takt fQr den n- MODFET und den p- MODFET ist ein 
gemeinsamer ohmscher Kontakt geeignet. Anschlie- 

35 Bend wird ein gemeinsamer Gate-Kontakt 39 zwischen 
den Source- Kon takten 37, 38 und dem Drain- Kontakt 
36 hergestellt (Fig. 5c} Der Gate-Kontakt 39 ist so di- 
mensioniert, daB er die n- und p- Bereiche 27. 28, 29, 30 
Qberlappt Dadurch wird eine seitliche EinschnOrung 

40 des 2DHG bzw. 2 DEG durch eine tiefe Raumladungs- 
zone unter einer gering dotierten Oberflache z, B. der 
i-Si-Schicht 26 vermieden. Die elektrische Gate-Zulei- 
tung 40 ist zwischen den Source- Kon takten 37.38 ange- 
ordnei. 

45 Als Kontaktmaterialien eignen sich fOr diese Si/SiGe- 

CMOD- Anordnung At oder SUizide. 

Die Erfindung ist nicht auf die in den Ausfflhrungsbet- 

spielen angegebenen Materialien beschrlnkt. FQr eine 

vertikale CMOD-Anordnung gemifi den Fig. 4a —c eig- 
50 net sich beispielswcise eine Halbleiterschichtenfolge auf 

einem semiisolierenden GaAs -Substrat aus 

- einer undotienen GaAs-Schicht, 

- einer p~ -dot iert en GaAIAs-Schicht als Spacer, 
ss — einer p * -dotierten GaAIAs-Schicht, 

- einer p'-dotiert en GaAs-SchichL 

- einer Pufferschicht aus GaAlAs oder Ga As, 

- einer undotienen GaAs-Schicht 

- einer n "dotierten GaAl-Schicht ais Spacer. 
60 - einer n * -dotierten GaAJAs-SchichL 

- einer n~ -dotierten GaAIAs-Schicht als Spacer, 
und 

- einer n~ -dotierten GaAs-Schicht 

6A FQr eine laterale CMOD-Anordnung gemflB den 
Fig. 5a -c eignet sich z. B. eine Halbleiterschichtenfolge 
auf ein GaAs-Substrat aus 
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- einer GaAs-Pufferschicht 

- cincr undotierten GaAs-Schicht 

- cincr undotierten GaAIAs-Schtcht und 

- einer undotierten GaAs-Schichc 

5 

Als Implantationsmaterial fur die p-Bcreiche eignet 
sich z. B. Be und fOr die n-Bereiche Si 

PatentansprQche 

10 

1. Integrierte Halbleiteranordnung, bei der muf ei- 
nem Halbieitersubstrat mindestens zwei komple- 
mentlre moduUtionsdotierte Feldeffekttransisto* 
ren (MODFET) angeordnet sind. dadurch gekeno- 
xeicbnet. 15 

— daB zumindest zwei komplementlre MOD- 
FET vertikaJ oder lateral hintereinander au/ 
einem Halbieitersubstrat angeordnet sind, 

— daB die komplementaren MODFET eincn 
gemeinsamen symmetrisch abgreifbaren Ga- jo 
te-Kontakt besitzen, und 

— daB fur die komplementaren MODFET ein 
gemeinsamer Drain* Kontakt aus gleichem 
Kontaktmaterial herstellbar ist 

2. Integrierte Halbleiteranordnung nach Anspruch 2S 

1, dadurch gekennzeichnet 

— daB die kompJementlren MODFET himer- 
einander vertikaJ angeordnet sind, und 

— daB die Ladungstrager aus einer hochdo- 
tierten HaJbleiterschicht des jeweiligen jo 
n-MODFET und p- MODFET vertikaJ in den 
n-Kanai oder p- (Canal der MODFET transpor- 
tiert werden. 

X Integrierte Halbleiteranordnung nach Anspruch 

2, dadurch gekennzeichnet daB auf einem Si-Sub* 35 
strat (t) eine Si/SiCe -Halbleiterschtchtenfolge fur 
mindestens zwei komplementlre MODFET aufge- 
wachsen ist so daB cine Halbletterstrukrur entst eht 
bei der der n-MODFET Uber dem p- MODFET an- 
geordnet ist 40 

4. Integrierte Halbleiteranordnung nach Anspruch 
2, dadurch gekennzeichnet. daB auf einem Si-Sub- 
strat (1) eine Si/SiGe-HaJbleiterschich tenfo ige fOr 
mindestens zwei kompiementare MODFET aufge- 
wachsen ist, so daB eine Halbleiterstruktur ent- 45 
stent bei der der p- MODFET uber dem n-MOD- 
FET angeordnet ist 

5. Integrierte Halbleiteranordnung nach einem der 
vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeich- 
net daB sich das zwei dimension ale Lochergas so 
(2DHG) des p-MODFET an der Grenzschicht zwi- 
schen einer undotierten SiGc-Schicht uod einer 
p~ -dotierten Si-Schicht bildet 

6. Integrierte Halbleiteranordnung nach einem der 
vorhergehenden AnsprOchc 1 bis 4, dadurch ge> 53 
kennzeichnet daB sich das zweidimensionale Lo- 
chergaa (2DHG) an der Grenzschicht zwischen ei- 
ner undotierten Ge-Schkht und einer p - -dotierten 
SiGe-Schkht bildet 

7. Integrierte Halbleiteranordnung nach einem der 60 
vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeich- 
net daB sich das zweidimensionale Elektronengas 
(2DEG) an der Grenzschicht zwischen einer undo- 
tierten SnSchicht und einer n~ -dotierten SiGc- 
Schicht bildet 65 

8. Verfahren zur Hcrstellung einer tntegrierten 
Halbleiteranordnung nach einem der vorhergehen- 
den Anspruche. dadurch gekennzeichnet 
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— daB auf ein Halbieitersubstrat (1) eine Halb- 
leiterschichtenfolge fBr komplementlre 
MODFET epitaktisch aufgewachscn wird. die 
zwischen der n- und p-MODFET-Struktur ei- 
ne hochdotierte Atzstoppschicht ( 13) enthalt 

— daB die obere MODFETSchichtenfolge bis 
zur Atzstoppschicht (13) teiiweise durch Mesa- 
Atzen entfernt wird und eine obere MODFET- . 
Struktur( 14) hergestellt wird, 

— daB anschlieBend die Atzstoppschicht (13) 
entfemt wird und die umere MODFET-Struk- 
tur (15) durch Mesa- Atzen hergestellt wird. 
derart daB auBerhalb und zwischen der obe- 
rcn MODFET-Struktur (14) und der unteren 
MODFET-Struktur (15) das Substrat freige- 
legt wird und ein Gate-Bereich (16) hergestellt 
wird (Fig. 4bi 

— daB anschlieBend die Source- und Drain- 
Kontakte (It, 18a. 19) hergestellt werden. der- 
art daB die Source- Kontakte (18, 18a) auf der 
Oberflache der unteren und oberen MOD- 
FET-Struktur (14. 15) getrennt angeordnet 
werden oder ein gemeinsamer. die MODFET- 
Struktur en (14, 15) Oberlappender Drain- Kon- 
takt (19) hergestellt wird. 

— daB etn die obere und untere MODFET- 
Struktur (14. 15) uberlappcnder Gate-Kontakt 
(20) hergestellt wird 

— daB die eiektrischen Zulettungen (21a. 21b, 
21c) zu den Source-, Drain- und Gate-Kontak- 
ten auf dem Substrat (1) gefuhrt werden, und 

— daB die Gate-Zuleitungen (21a) zwischen 
den Source- Kontakten (18c 18a) im Gate-Zu- 
leitungs-Bereich (16) gefBhrt wird (Fig. 4c). 

9. Integrierte Halbleiteranordnung nach Anspruch 

I, dadurch gekennzeichnet 

— daB die komplementaren MODFET hinter- 
einander lateral auf dem Substrat angeordnet 
sind. und 

— daB die Ladungstrager aus implantierten 
Bereichen lateral in den n- und p-Kanal der 
MODFET transport iert werden. 

NX Verfahren zur HersteUung von Source-, Drain- 
und Gate- Kontakten fOr eine integrierte Halblei- 
teranordnung nach Anspruch 9. dadurch gekenn- 
zeichnet 

— daB in die n- und p-implanrierten Source- 
und Drain- Bcreichc (27, 28. 29. 30) der komple- 
mentaren MODFET n + - und p*-imp)anuerte 
Zonen (32. 33. 34. 35) fur die obmschen Kon- 
takte eingebracht werden (Fig. 5b). 

— daB mil einem geeigneten Metallisierungs- 
verfahren ein gemeinsamer Drain- Kontakt 
(36) und getrennte Source- Koniakte (37. 38) 
auf der Oberflache der CMOD-Anordnung 
hergestellt werden. 

— daB zwischen Source- und Drain- Kontak- 
ten (36, 37, 38) ein Gate-Kontakt (39) einge- 
bracht wird (Fig, 5c)l 

— daB der Gate-Kontakt (39) derart dimensio- 
niert wird, daB das Gate- Me tall nut den im- 
plantierten Source* und Drain- Bereichen 
Uberlappt und 

— daB die elektrische Gate-Zuleitung (40) zwi- 
schen den Source- Kontakten angeordnet wird. 

II. Integrierte Halbleiteranordnung nach einem 
der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekenn- 
zeichnet dafi der Gate-Kontakt ah Schottky-Kon- 
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takl ausgebildet ist 

12. Integricrtc Halbleiteranordnung nach einem 
der Anspriiche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, 
daB das Gate als MIS-Cate ausgebildet ist. 
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Abstract (Basic) : DE 4101167 A 

The layout for CMOS FETs features a single gate 
contact and a common drain contact for both transistors. 
The layout is applicable for a variety of semiconductors 
materials and may be configured either vertically or 
laterally. The lateral arrangement for silicon comprises" 
a silicon substrate (1) with an overlying undoped SiGe 
buffer layer covered by intrinsic Si (24), SiGe (25), and 
Si (26) layers. P-type (27 , 28 ) and n-type (29,30) regions 
are formed by implantation and extend to the i-Si layer 
(24) and the i-SiGe layer (25) respectively to enable the 
formation of two dimensional electron or hole (p or n) 
channels. 

The p and n-type regions are covered by metallic areas 
forming a common drain contact (36) , separate n and p-type 
source contacts (27, 28) and a single gate (39,40) contact, 
the latter being arranged to overlap the implanted p and n- 
type regions to assist channel formation. 

ADVANTAGE - Reduces contact width^and substrate 
area required for CMOS FETs. 



